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ELEKTRONICKÉ PRVKY 

Předmluva 
Tato je určena všem čtenářům, kteří se zabývají elektronickými prvky tedy 

elektronickými součástkami. Kromě popisu klíčových součástek nechybí ani doplnění 
fyzikálních základů, které umožní lépe pochopit jejich princip a také příklady praktického 
použití. 

První dvě kapitoly jsou věnovány fyzikálním základům polovodičů. Probírají se 
pásové diagramy, vlastní a nevlastní polovodiče, vedení proudu v polovodičích, injekce, 
generace a rekombinace nosičů náboje. 

Kapitoly 3 a 4 probírají PN přechod, který je základem všech polovodičových 
součástek. Jsou diskutovány pojmy: difúzní napětí, Shockleyho rovnice, bariérová a 
difúzní kapacita a praktická provedení diod. Dále jsou vysvětleny diody PIN, stabilizační 
diody, tunelová dioda, přechod kov – polovodič (Schottkyho dioda) a použití diod pro 
spínací aplikace. 

Kapitoly 5 až 7 probírají tranzistory. Nejdříve se probírají bipolární tranzistory 
(NPN a PNP), následně tranzistory řízené elektrickým polem (JFET a MOSFET). Kromě 
fyzikálních principů jsou uvedeny jejich charakteristiky, modely, obvody pro nastavení a 
stabilizaci pracovního bodu, zesilovací stupně, spínací aplikace a technologie výroby 
s ohledem na cílové parametry. Též je diskutována otázka chlazení, první a druhý 
průraz a přepínací ztráty. 

Osmá kapitola uvádí ostatní spínací součástky: diak, tyristor, GTO tyristor, IGCT, 
MCT, triak, transil, trisil a IGBT. 

Devátá kapitola je věnována operačním zesilovačům. Jsou uvedeny a vysvětleny 
základní vlastnosti (zesílení otevřené smyčky, vstupní a výstupní odpor, šířka pásma, 
rychlost přeběhu, vstupní ofsety). Je diskutována zpětná vazba a použití záporné 
zpětné vazby je dokumentováno na příkladu invertujícího a neinvertujícího zesilovače. 

Desátá kapitola je zaměřena na součástky řízené neelektrickými veličinami. 
Jedná se o optoelektronické součástky (LED, laserová dioda, fotorezistor, fotodioda, 
fototranzistor, optrony, zobrazovací prvky), termistory a součástky řízené magnetickým 
polem. 
 


